2 N 5216

NPN-Silizium-Epitaxie-Planar-Leistungstransistor
fir Leistungsstufen bis 15W im VHF- und UHF-Bereich bis 400 MHz
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Metall-Kunststoff-Gehduse 9

(Strip Line Package)
Der M 5-Gewindeboizen ist der
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Grenzwerte ;
Koliektor-Basis-Spannung Ucso 80 \'
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 80 Vv
Emitter-Basis-Spannung Uego 4 \"
Kollektorstrom Ie 1,5 A
Verlustleistung bei Tg = 25°C Piot 25 w
Sperrschichttemperatur ) T; 200 °C
Lagerungstemperaturbereich Ts —65...4+200 °C
Statische Kennwerte bei 7; = 25°C
Kollektor-Basis-Stromverhiltnis *)
bei lc = 0,5A, Uce = 5V B 10...60
bei lc = 1,5A, Uce = 5V B > 10
Kollektor-Séttigungsspannung *) Uctsaa <12 \"
bei lc = 1,5A, Is = 0,5A
Kollektorreststrom lcao < 100 uA
bei Ugg = 70V, Ie=0
Kollektorreststrom
bei Ugg = 72V, Ugg = 1,5V Icev < 100 pA
bei Uge = 70V, Ugs = 1,5V, T; = 200°C lcev < 500 uA
Emitterreststrom Ieso <1 mA
bei Ugg = 4V, Ic =0
Wérmewiderstand Rina <7 grd/W

Sperrschicht - Gehduseboden

*) gemessen mit Impulsen von 100 us Dauer, Tastverhéltnis 1%




2 N 5216

Dynamische Kennwerte bei Tz = 25°C

Transitfrequenz bei Ic = 0,5A, fr > 350 MHz
Uce = 10V, f = 100MHz

Leerlauf-Ausgangskapazitét Cop < 30 pF
bei UCBE= 28V, IE = O, f=1MHz

Leistungsverstarkung in Eintakt-B-Betrieb
(Emitterschaltung)

bei f = 400MHz, Uge = 40V, Voo 6 (> 4) dB
Py=15W, n > 50%

MeBschaltung fiir die Leistungsverstirkung bei 400 MHz

Z=50Q

1 ‘

Ly...2Wdg., 8mmg, Cu 1,6 mmeg
L2... 4Wdg., 8mmg, Cu 1,6 mmo
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Zuldssige Verlustleistung
in Abhéngigkeit von der

Gehdusetemperatur
Pt = f(Tg)
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Ausgangsleistung in Abhadngigkeit
von der Frequenz .
Uec = 40V, Eintakt-B-Betrieb,
Emitterschaltung, Py = f(f)
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Transitfrequenz in Abhéngigkeit
vom Kollektorstrom
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Ausgangsleistung in Abhéngigkeit
von der Eingangsleistung

f = 400 MHz, Eintakt-B-Betrieb,
Emitterschaltung, Po = f (Pin)
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20

Leerlauf-Ausgangskapazitit
in Abhangigkeit von der
Kollektor-Basis-Spannung
Cob = f(Ucs)

f= 1MHz
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NPN-Silizium-Epitaxie-Planar-Leistungstransistor

fir Leistungsstufen bis 4 W im VHF- und UHF-Bereich bis 400 MHz

bei Ug = 40V
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Der M 5-Gewindebolzen ist der BN {
EmitteranschluB —-————3(--3—}.7-———}@
MaBe in mm . YA
B N k¥
]
Grenzwerte i
Kollektor-Basis-Spannung Ucso 80 \
Kollektor-Emitter-Spannung Uceo 80 v
Emitter-Basis-Spannung Ueso 4 \
Kollektorstrom Ie 0,5 A
Verlustleistung bei Tg = 25°C Piot 7,5 w
Sperrschichttemperatur . T; 200 °C
Lagerungstemperaturbereich Ts —65...+200 °C
Statische Kennwerte bei 7, = 25°C
Kollektor-Basis-Stromverhiltnis *)
beilc =05 A, Uce = 5V B >10
bei Ic—_-O,QA, Uee = 5V B 10...80
Kollektor-Séattigungsspannung *) Ucesa < 0,5 v
bei Ilc =0,5A, Is = 0,1A
Kollektorreststrom ) < 100 uA
bei Ueg = 70V, Ie =0
Kollektorreststrom
bei Ugg = 72V, Ugg = 1,5V Icev < 100 p.A
bei Uce = 70V, Ues = 1,5V, Tj = 200°C leev < 500 uA
Emitterreststrom ' leso < 100 uA
bei Ugg = 4V, Ic =0
Waérmewiderstand Rin < 24 grd/wW

Sperrschicht - Gehduseboden

*) gemessen mit Impulsen von 100 us Dauer, Tastverhéltnis 1%
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Dynamische Kennwerte bei Tg = 25°C

Transitfrequenz bei Ic = 0,2 A, fr > 350 MHz
Uce = 10V, f = 100MHz

Leerlauf-Ausgangskapazitat Cob <12 pF
bei Ugg~= 28V, Ig = 0, f =1 MHz

Leistungsverstérkung in Eint akt-B-Betrieb

-(Emitterschaltung) V. >7 dB
bei f = 400MHz, Ucc = 40V, pe

Po=4W, 5> 40%
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Yite

Y22e

Eingangsleitwert in AbhZngigkeit Eingangsleitwert in Abhangigkeit
von der Frequenz vom Kollektorstrom
Ve = f(f) y11e=f(’c)
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Zuldssige Verlustleistung
in Abhéngigkeit von der

Gehdusetemperatur
Pt = (Ta)
w -
10
Prol 8
6 N

: N\

N\

0 50 100 150 200°C
— T

Transitfrequenz in Abhangigkeit
vom Kollektorstro
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Ausgangsleistung in Abhéngigkeit
von der Eingangsleistung

f = 400MHz, Ugc = Parameter
Emitterschaltung, Eintakt-B-Betrieb
Py = f(Pin)
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